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OUT(V)

HOCHTEMPERATURSTABILE,
KORROSIONSFESTE SENSORIK

Das Fraunhofer IISB hat eine auf MIS-Technologie basierende Sensorik
auf Siliciumcarbid (SiC) entwickelt. SiC ermdglicht den Einsatzbereich

der Sensoren auf Temperaturen von 500 °C und mehr auszulegen. Das
Sensor-Grundelement ist vom Prinzip ein MIS-Transistor mit einem flexibel
gestaltbaren, sensitiven Gatebereich. Die Sensoreigenschaften werden
durch die im Gatebereich aufzubringende, funktionale Schicht definiert.

» Hochtemperaturstabil bis 500 °C = Detektion und Quantifizierung

» Mehrschichtverkapselung fur von Gasen bei hohen
Anwendungen in korrosiver Temperaturen
Atmosphare und Flussigkeiten = FlUssigsensor, z. B. zur Uber-

» Hohe Flexibilitat: mehrere Senso- wachung sich bei hoher Tempe-
ren flr unterschiedliche Aufga- ratur zersetzender Flussigkeiten
ben in Arrays kombinierbar und (Glykole, Ole) oder zur Messung
auf einem Chip integrierbar des pH-Werts



